
12. Полупроводниковые приборы и устройства
Волна ионизации TRAPATT-типа в карбидкремниевых и кремниевых пикосекундных лавинных обострителях
М. С. Иванов1, П. Б. Родин1, П. А. Иванов1, И. В. Грехов1
1ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия
тел: (812)292-79-72, факс: (812)292-10-17, эл. почта:rodin@mail.ioffe.ru 

Распространение сверхбыстрой волны ионизации TRAPATT-типа лежит в основе функционирования микроволновых генераторов [1] и высоковольтных лавинных обострителей импульсов [2]. Основанные на этом механизме и применяемые в настоящее время лавинные обострители представляют собой Si диоды, способные формировать киловольтные перепады напряжения со временем нарастания ~100 пс [3]. Переход от Si к 4H-SiC обещает выигрыш в быстродействии, мощности, частоте повторения и надежности. Мы приводим результаты теоретического расчета скорости распространения волны ионизации в 4H-SiC и Si p+-n-n+ cтруктурах, и сравниваем параметры переключения перспективных 4Н-SiC и существующих Si структур. 
[image: image1.emf]Для расчета применялась аналитическая теория волны ударной ионизации [4], применимая для произвольных зависимостей коэффициентов ударной ионизации и дрейфовой скорости носителей от электрического поля. Сравнивались 4Н-SiC и Si p+-n-n+ структуры с одинаковым напряжением стационарного пробоя Ub. Результаты приведены для разных отношений максимального поля в волне Em к полю стационарного лавинного пробоя Eb, которое характеризует степень «перенапряженности» структуры. Расчетная скорость волны в 4H-SiC cтруктуре в несколько раз больше, концентрация плазмы за фронтом волны на 2 порядка больше, а время переключения – примерно на порядок меньше, чем в Si структуре с такой же величиной Ub. Время переключения ~10 ps достижимо для 4Н-SiC структур с Ub более 10 кВ. Потенциальные преимущества 4H-SiC cтруктур как лавинных обострителей связаны с большим значением поля стационарного лавинного пробоя Еb и меньшей толщиной базы структуры. Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 14-29-00094).
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��Рис. 1. Скорость волны и время переключения 
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